Opublikowano diria 25 sierpnia 1060 r.

POLSKIE) RZECZYPOSPOLITE) LUDOWE]
OPIS PATENTOWY

Nr 43473

KL 21 a*, 29/05

_Politechnika Wroclawska
(Zaklad Teletransmisji Przewodowej) *)
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Tranzystorowy odbiornik detektorowy
Patent trwa od dnia 23 listopada 1959 r.

w odbiornikach detektorowych ze wzmacnia-
czem tranzystorowym wystepuje zwykle znacz-
ne tlumienie obwodu strojonego, spowodowane
doigczeniem detektora, prac;ujaéego na malg
oporno§é¢ obcigZenia, wymagang w przypadku
wzmacniacza tranzystorowego. W ukladzie od-
biornika wedlug wynalazku ttumienie obwodu
strojonego mozna ‘uzyskaé dostatecznie mate,
dzieki czemu wurasta czulo$é i selektywmosé
odbiornika.

Istota wynalazku polega na wykorzystaniu
jako oporno$ci obcigzenia detektora obwodu ba-
za-emiter tranzystora, ktérego prad bazy jest
w przyblizeniu réwny zeru. -

*) Wiasciciel patentu o$wiadezyl, iz twoérea
wynalazku jest dr inz. Jan Holownia.

Przykiad obwodéw odbiornika wedlug wyna-
lazku przedstawia rysunek 1. Strojony obwéd
rezonansowy L,C wspélpracuje z diodg detek-
cyjna D, polgczona bezposrednio z bazg tran-
zystora T. Poprawng prace detektora zapewnia
pojemno$§¢ Cq. Na opornoSci obcigzenia Rx
tranzystora wystapi wzmocnione napiecie malej
czestotliwoéci oraz wzmocnione napiecie stale,
proporcjonalne do skladowej stalej pradu de-
tektora. Wzmocnione napiecie stale moze byé
wykorzystane do pomiaru amplitudy fali nos-
nej odbieranego sygnatu.

Duza oporno$¢ wejsciowa detektora w uk’a-
dzie przedstawionym na rysunku 1, przy pra-
dzie bazy tranzystora bliskim zeru, wynika z prze-
biegu charakterystyk statycznych tranzystoréw.

Zastrzezenia patentowe

1. Tranzystorowy odb'iomi.'ki detektorowy, zna-
mienny tym, Ze oporno$¢ obcigienia detek-



tora' diodowego stanowi obwéd baza-emiter wykorzystana do pomiaru amplitudy fali
tranzystora przy pradzie bazy w przyblize- nosnej sygnahu,
niu réwnym zeru.

. Tranzystorowy odbiornik detektorowy we- Politechnika Wroclawska

diug zastrz. 1, znamienny tym, ze skladowa (Zaktad Teletransmisji
stala napiecia wyjSciowego tranzystora jest ‘ Przewodowej)
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